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１． 概要（Summary） 
電源の研究トレンドは小型化（高パワー密度化）であり

[1]、電源の究極の小型化が実現できる power supply 
on chip(power-SoC)[2] が 注 目 を 集 め て い る 。
Power-SoC 用のパワーデバイスとして高周波スイッチン
グ特性に優れたGaNパワーデバイスとSiデバイスを積層
した３次元パワーSoCを我々の研究グループは提案し[３]、
その要素技術の研究を進めている[４]。本研究では、3 次
元 power-SoCに用いるパッシブ部品の一つであるキャパ
シタを取り上げ、その製造技術の検討を行った。その結果、
パワーSoC 用のトレンチキャパシタの製造技術確立に対
して見通し得るとともに、製造上の課題を明らかにした。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・プラズマ CVD、リアクティブイオンエッチャー、酸化炉、
スパッタ、コータ/ディベロッパ、ステッパ、膜厚測定器、ボ
ンディング装置 
【実験方法】 
図１に本研究で採用した

トレンチキャパシタの構造を
図 1に示す。トレンチキャ
パシタの試作は、主に北九
州学術推進機構の共同開
発センターのクリンルー
ムの装置を使用し、トレン
チ形成は福岡県の３次元半
導体研究センター、トレン
チ 内部に埋め込んだ
poly-Si への燐拡散は広
島大学ナノデバイス・バ
イオ融合科学研究所で行った。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 試作したトレンチキャパシタの表面写真と断面の SEM
写真を図2(a)、(b)に示すに示す。試作したトレンチキャパ
シタには一部に“す”の発生はあるもの、トレンチ内部に 

 
poly-Siを埋め込むことができた 

 図３に試作したキャパシタの I-V 特性を示す。酸化膜
厚は 2nm、キャパシタのサイズは 400μm 角である。リー
ク電流は 10nA/mm2であり、耐圧は 7-８V程度であった。
耐圧は目標値の 50%程度であり、トレンチ底部の形状や
参加条件の最適化が必要である。 
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図１ トレンチキャパ
シタの断面構造 

     (a)                    (b) 

図２ トレンチキャパシタの(a)’表面写真と断面の

SEM写真 

図３ 試作したトレンチキャパシタの I-V特性 
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